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※研究概要（Summary ）： 

炭素 1層の 2次元シート形状のグラフェンは高い機

械的柔軟性に加え, 優れたキャリア輸送特性を示すこ

とから，次世代のエレクトロニクスに向けて大きな期

待を集めている材料である. 本研究では, グラフェン

を絶縁基板上であるシリコン酸化膜上に独自に開発

したプラズマ CVD [1-6] により直接合成し, その精

密なキャリア輸送特性を解明することを目的とする.  

 
※実験（Experimental）： 

電子ビーム描画装置を利用して, 酸化膜付シリコン

基板上への微小電極形成に関する実験を行った. まず, 

シリコン基板上にレジストをスピンコートし, ベーキ

ング後電子ビーム描画装置により所望の電極形状を

描画した. 現像後, Au 電極を真空蒸着法により形成し, 

最後にレジスト剥離によるリフトオフプロセスを行

うことで, 数百ナノメートルオーダーの最少ステップ

を有する微小電極形成を行った.  

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

今回の実験では, 電子ビーム描画における電子ビー

ムのドーズ量の最適値を導出することを念頭に置い

て, シリコン酸化膜基板上に微小電極を形成する実験

を行った. その結果, 40 uC/cm2では微小電極対(最少

ステップ 200 nm)の一部が接合してしまい, 正確なパ

ターン形成が実現できなかったのに対し, ドーズ量を

50 uC/cm2とすることで, 微小電極を正確に形成する

ことができた. また, 作製したデバイス間に電圧を印

加し電極間を流れる微小電療計測を行ったところ, リ

ーク電流がフェムトアンペアオーダーであった. この

ことは, 今回のプロセス条件により, 数百ナノメート

ル間隔の微小電極対が絶縁を保った状態で正確に形

成できたことを示している. 

 
※その他・特記事項（Others）： 

今後は, 実際にシリコン基板上に直接合成した単層グ

ラフェン上において, 微小電極パターンを形成し, 精密

なキャリア輸送特性を評価する予定である. 
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図：本研究で作製した微小電極の光学顕微鏡像. 


